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BAUELEMENTE FUR DIE GESAMTE ELEKTRONIK

Schaltungssammiumg

3,5 W-UHF- \V4
Verstarker
600 bis 860 MHz
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Mit Hilfe des neuen UHF-Leistungstransistors
BLX 98 1) lassen sich hochlineare Verstirker mit

= Cu m Cq :F
BA14L8
R
IE
Ry Ry
7Z67295V1 +Ub0!

Bild 1. Schaltung des Verstarkers
Ry: 150 Q Rsy: 220Q 1W
Ro: 1,8 kQ Rg: 4x12Q 1W
Rg: 33 Q (Parallelschaltung)
Ry: 3x10 Q Ry: 1 kQ

einer Ausgangsleistung von mehreren Watt auf-
bauen.

Bild 1 zeigt die Schaltung. Die Induktivitdten L,
und L,, die am Eingang und Ausgang des Tran-
sistors liegen, sind als Mikrostreifenleitungen
(vgl. Bild 2) ausgefiihrt. Sie haben den Vorteil,
dafl die Streuungen der elektrischen Werte
dullerst klein sind und der Zusammenbau mit
dem Transistor BLX 98 (Gehduse SOT-48/2) sehr
erleichtert wird.

Die Realteile der Eingangs- und Ausgangsimpe-
danz des Transistors betragen im Bereich von
600 bis 860 MHz etwa

R, =12bis 142,
R, =2 bisl0 Q.

Y Der Kristall des neuen NPN-Planar-Epitaxial-UHF-Transi-
stors BLX 98 ist mit einer speziellen Ti-Pt-Au-Metallisierung
versehen, durch die eine sehr hohe thermische Bela-
stungsfahigkeit des Transistors erreicht wird.

(Parallelschaltung) Rg: 220 Q

Ci: 2...18 pF Folientrimmer
Cy: 2... 9 pF Folientrimmer

Cs: 0,1 uF Folienkondensator
Cy: 0,1 uF Folienkondensator
Cs: 1 nF Durchf.-Kondensator
Cg: 1 nF Durchf.-Kondensator
Cr: 5,6 pF Keramikkondensator

Cg: 2...18 pF Folientrimmer
Cy: 2... 9 pF Folientrimmer
Cip: 10 uF 40 V  Elektrolytkond.
Ci1: 15 nF Keramikkondensator

Li: Streifenleitung 2 27,2 mm x 6,9 mm (fiir f <
< 615 MHz: 35,0 mm x 5,2 mm)

Lg: 5 pH FXC-Drossel (3122 108 20150)

Ls: 1 Wdg. 1 mm Cu, Innen-¢ 5,5 mm, Zuleitungen
2 x5 mm
(fiir f < 615 MHz: 2 Wdgn. 1 mm Cu, Windungs-
abstand 2 mm, Innen-® 5 mm, Zuleitungen
2 x 5 mm)

Ly4: Streifenleitung 2) 40,8 mm x 6,9 mm (fir f <
< 615 MHz: 53,2 x 4,2 mm)

2) Teflon-Glasfaser-Dielektrikum (¢ = 2,74, Starke 1,45 mm)
mit beidseitigem Kupferbelag

Es wird keine Gewahr Gbernommen, daB die in dieser Schrift
angegebenen Schaltungen, Geréte, Maschinen, Anlagen,
Bauelemente, Baugruppen oder Verfahren frei von Schutz-
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Bild 2.

Leiterplatte des Verstarkers (115mm o

x 45 mm); Leitungsfilhrung und Bau-

elemente befinden sich auf der Vor- -
derseite der Teflon-Glasfaser-Leiter-

platte, die Ruckseite ist véllig kupfer- (- ]
kaschiert und dient als Masse; Mas-
severbindungen werden durch Hohl- .
niete vorgenommen.
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Da diese Werte iiber der Grenze von 1 Q liegen,
konnten sie mittels einstufiger Schmalbandschal-
tungen dem 50 Q-Eingangs- und Ausgangswel-
lenwiderstand des Verstidrkers angepait werden.

Um die erforderliche Linearitit des Verstirkers
zu erreichen, mufl der Transistor im A-Betrieb
arbeiten. Mit Hilfe des Transistors BD 136 wird
die Basisspannung erzeugt, wihrend die Diode
BA 148 der Temperaturkompensation dient. Der
Verstirker hat bei Ucg = 25V und I, = 850 mA
folgende Kennwerte

§ (MHz) 600 860
9 (C) |20 | 70 | 20 |0

Pron W) | 595 41| 55| 4135
Ve (dB)| 87 76 | 57| 56
dpe  (dB) 60 60

Der Intermodulationsabstand d;y, und die Aus-
gangsleistung Py, ..., beziehen sich auf eine Drei-
tonmessung

Synchronpegel 0 dB
Bildtrager — 8 dB
Tontrager — 7 dB
Seitenband —16 dB

Aus Bild 3 erkennt man, daB beispielsweise bei
dyy = —52dB und ¥4 = 70 °C eine Ausgangs-
leistung von etwa 7 W erreichbar ist. Bild 4
zeigt u. a., daB man durch erhéhten Kiihlauf-
wand hohere Ausgangsleistungen bei gleichem
Intermodulationsabstand erzielen kann.
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Bild 3. Ausgangsleistung als Funktion der Frequenz fur
verschiedene Intermodulationsabstande
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Bild 4. Intermodulationsabstand als Funktion der Aus-
gangsleistung fur 9g = 25 °C und 70 °C

Weitere Erlduterungen
Broschiire HF-Leistungstransistoren
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